Unidade Area

POS-GRADUACAO ENGENHARIA NANOELETRONICA E CIRCUITOS INTEGRADQOS
ELETRICA

Disciplina Tipo

PEL110 — Aspectos Especificos de Transistores Nanométricos Optativa

Carga Horaria

4 horas semanais em 12 semanas

Objetivos

Apresentar e investigar cientificamente os aspectos especificos de transistores nanométricos, incluindo os seus
principios fisicos.

Metodologia Adotada

Abordagem expositiva em sala de aula e uso de laboratdrio.

Recursos necessarios

Sala de Aula.

Programa para 12 semanas

. Comportamento ondulatdrio das particulas;

. Particulas livres e particulas confinadas;

. Funcéo de onda para condicGes de contorno em dispositivos eletronicos;
. Confinamento em filmes de silicio;

. Reconfiguragdo das bandas de energia;

. Distribuicdo de portadores;

. Solugéo numérica consistente Schrodinger-Poisson;

. Solugdes numéricas aproximadas: Gradiente e BQP;

. Tensdo de limiar e pardmetros gerais de dispositivos nanométricos;

10. Tunelamento de porta;

11. Dielétricos. Sobreposicao de dielétricos;

12. Resisténcia série em dispositivos tipo Fin: Crescimento epitaxial de dreno e fonte e outras solugdes.
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Método de Avaliagédo

Provas e listas de exercicios.

Bibliografia Bésica

- Colinge, Jean-Pierre; Colinge, C. A. Physics of semiconductor devices. Boston: Kluwer Academic, c2002.
- Young, H. D.; Freedman, R.A. Sears e Zemansky, Fisica IV: Otica e Fisica Moderna. 12.ed. S&o Paulo: Addison
Wesley, 2008.

Atualizada: 07/2011



